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	 ２次元フォトニック結晶スラブ線欠陥導

波路（PhC-WG）では、ブリルアンゾーンの
バンドエッジにおいて、光の群速度は極端に

遅くなるため、光と物質との相互作用が大き

くなり、PhC-WG中に共振器を用いなくとも
レーザー発振することができる 1。また

PhC-WG を利用することで非線形光学効果
を大きくする事が可能であるため、２光子励

起を利用し励起光に対し高エネルギー側で

レーザー発振させることが期待できる。我々

はこれまでに InAs 量子ドット(QDs)埋め込
み GaAs PhC-WGに 1.55µm帯の波長で光励
起し、1.3 µm帯においてレーザー発振と考え
られる兆候を確認したことを報告した 2。そ

の結果W1型よりもW2型 PhC-WGレーザー
の方が１桁以上大きな出力を得た。これは励

起光とレーザー光の群速度不整合が W2 型
の方が小さいことが起因していると考える。

そこで今回、新たに欠陥列を３列にしたW3
型 PhC-WGも含め比較検討を行なった。 
	 試料は GaAs三角格子 2次元フォトニック
結晶に線欠陥を導入した試料長 500 µmのエ
アブリッジ型 PhC-WG である(空孔径：240 
nm、コア厚：250 nm)。また、導波路全域に
InAs-QD を密度 3.2x1010cm-2で埋め込んであ

る。励起光としてパルス幅 5.0 psのファイバー
レーザーを使用し、PhC-WG入射した。導波路
から出射された発光のスペクトル観測を行っ

た。Fig.1 に励起波長 1550 nm、励起パワー

0.5mWでのW1,W2,W3型 PhC-WGから発振さ
れたレーザー光のスペクトルを示す。この結果

から W3 型 PhC-WG からの放出光が W1 型に
対し約 240 倍、W2 型に対し約 11 倍大きな出
力を得た。これらの結果の詳細については当日

報告する。 
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Fig. 1 Emission spectrum of InAs-QDs 
embedded GaAs PhC-WG. 

第 61 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2014 春　青山学院大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17a-PA1-10

04-051


